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(57) Abstract : The present invention relates to a method for dissolving a silicon dioxide layer (90) in a structure (50), including,
from the back surface (60) thereof to the front surtace (70) thereof, a supporting substrate, the silicon dioxide layer (90) and a semi-
conductor layer (100), the dissolution method being implemented in a furnace in which structures (50) are supported on a support,
the dissolution method resulting in the ditfusion of oxygen atoms included in the silicon dioxide layer (90) through the semi-conduc -

tor layer (100) and generating volatile products, and the furnace including traps (110) suitable for reacting with the volatile products,
so as to reduce the concentration gradient of the volatile products parallel to the front surface (70) of at least one structure (50).
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Procédé de dissolution d'une couche de dioxyde de silicium La présente invention concerne un procédé de dissolution d'une
couche de dioxyde de silicium (90) dans une structure (50), comprenant de sa face arriére (60) vers sa tace avant (70) un substrat
support, la couche de dioxyde de silicium (90) et une couche de semi-conducteur (100), le procédé de dissolution étant mis en
ceuvre dans un four dans lequel des structures (50) sont maintenues sur un suppott, le procédé de dissolution entrainant la diffu-
sion d'atomes d'oxygéne compris dans la couche de dioxyde de silicium (90) au travers de la couche de semi-conducteur (100) et
générant des produits volatiles, le four comprennant des piéges (110) adaptés pour réagir avec les produits volatiles, de sorte a ré-
duire le gradient de concentration des produits volatiles paralléle a la face avant (70) d'au moins une structure (50).



